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最軽量イオンである水素正負イオンのみか

ら構成される，水素ペアイオンプラズマの生成

を目指している．不純物となるセシウムを用い

ずに，かつ高効率な負イオン生成法を目指して

プラズマ支援触媒イオン化法を提案している．

放電プラズマ中の水素正イオンを金属触媒に

照射することで，照射裏面より負イオンを生成

する手法である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験装置図の概要を図 1に示す．ラインカス

プ磁場のある真空容器で，直流アーク放電によ

り水素プラズマを生成した．9つの孔がある Al

製プラズマグリッド(Al-PG)には負の直流電圧

VPGが印加され，放電プラズマの水素正イオン

が照射される[1]．孔径 13 mm，厚さ 20 mmの

Al-PG孔内で，負イオンが生成されている．

Al-PGと同様の構造で，電子偏向除去用制御グ

リッド(CG)には直流電圧 VCGが印加されている．

CGを通過した正負イオンは，イオン損失を低

減させるラインカスプ磁場が印加された銅円

筒内へと入る．また，正イオンが中性の水素分子

H2と衝突して，分子状正イオンとなることを抑制

するために，真空排気を行っている．ラングミュ

アプローブを z軸方向に掃引してプラズマ分布

の測定を行った． 

ラインカスプ磁石の個数を変化させてカス

プエンドの位置を変化させた場合に，プローブ

の負飽和電流 Ip(Vp = 200 V)，正負飽和電流比 

|IpIp+|の z方向分布を図 2 (a),(b)に示す(VPG = 

400 V，VCG = 80 V)．ラインカスプ磁石個数に

依らず，CG直後より Ipが増加している．さら

に，カスプエンドの付近から Ipが増加する． 

Ipの増加と伴に|IpIp+|も増加する．また，ライ

ンカスプ磁石がない場合は，偏向磁場が印加さ

れた CGを通過した直後から Ipが増加して，

|IpIp+| が徐々に増加する．よって，有磁場領域

から無磁場領域へ拡散する過程で負イオンが

徐々に崩壊して，脱離電子に置き替わっている

と考えられる．下流域の空間電位は mV オーダ

ーで小さく，強い電場は印加されていない．よ

って，磁場勾配が負イオン崩壊に関係している

と考えられるが，その機構は明らかになってい

ない．また，磁力線によってイオン軌道が曲げ

られた際に，負イオンの電子が脱離するローレ

ンツ崩壊現象があるが，ここでは低エネルギー

なので考えにくい．よって，ここで印加されて

いる電場や磁場勾配程度では，H
は単独では崩

壊しないことが明らかなので，共存する正イオ

ンが崩壊に関係している可能性がある． 
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図 2：(a)負飽和電流，(b)正負飽和電流比の 

z軸方向分布． 

 
図 1：実験装置図． 
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